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前  言
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光伏电池用硅材料中P、As、Sb施主杂质
含量的二次离子质谱测量方法

1 范围

本标准规定了用二次离子质谱仪(SIMS)测定光伏电池用硅材料中磷、砷和锑含量的方法。
本标准适用于光伏电池用硅材料中施主杂质磷、砷和锑含量的定量分析,其中磷、砷和锑的浓度均

大于1×1014atoms/cm3。

2 方法原理

在高真空条件下,铯离子源产生的一次离子,经过加速、纯化、聚焦后,轰击样品表面,溅射出多种粒

子,将其中的离子(即二次离子)引出,通过质谱仪将不同荷质比的离子分开,记录并计算样品中磷、砷、
锑与硅的二次离子强度比(31P-)/(30Si-)、(75As-)/(30Si-)、(121Sb-)/(30Si-),然后利用相对灵敏度因

子进行定量。

3 干扰因素

3.1 样品表面吸附的磷、砷、锑会干扰样品中磷、砷、锑的测量。

3.2 从SIMS仪器样品室吸附到样品表面的硼和铝会干扰样品中磷、砷、锑的测量。

3.3 在样品架窗口范围内的样品表面应平整,以保证每个样品移动到分析位置时,其表面与离子收集

光学系统的倾斜度不变,否则测量的准确度和精度会降低。

3.4 测量的准确度和精度随着样品表面粗糙度的增大而显著降低,可通过对样品表面进行化学机械抛

光予以消除。

3.5 标准样品中磷、砷、锑分布不均匀会影响测量精度。

3.6 标准样品中磷、砷、锑标称浓度的偏差会导致测量结果的偏差。

3.7 因仪器不同或者同一仪器的状态不同,检测限可能不同。

3.8 因为二次离子质谱分析是破坏性的试验,所以应进行取样,且所取样品应能代表该批硅料的性质。
本标准未规定统一的取样方法,因为大多数合适的取样计划根据样品情况不同而有区别。为了达到仲

裁目的,取样计划应在测试之前得到测试双方的认可。

4 仪器及设备

4.1 扇形磁场二次离子质谱仪

仪器需要装备铯一次离子源,能检测负二次离子的电子倍增器和法拉第杯检测器,质量分辨率优于4000。

4.2 液氮或者液氦冷却低温板

如果分析室的真空度大于1.3×10-6Pa,应用液氮或者液氦冷却的低温板环绕分析室中的样品架。
如果分析室的真空度小于1.3×10-6Pa,则不需要上述冷却。
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